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長期屋外曝露したc-Si PVモジュールのEL像 
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先行研究： 長期屋外曝露したPVモジュール内の酢酸濃度変化 



          謝辞 

3 



          

4 



          

5 



          

6 



          

Voltage (V) 

48 h 0 h 

150707_10: Exposure to HAc Vapor at 85/80 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

0 

ln
 C

ur
re

nt
 (A

) 

I-shunt: 0 h 

I-shunt: 48 h 

Microelectronics Reliability 51 (2011) 2044–
2048 

7 



          

8 



          

9 

EPMA for the Ag-finger / Silicon Boundary CONTROL (85/80_48 h)  

REI: Reflection Electron Image  REI + N 

Secondary E-Image + Pb  Secondary E-Image + O  
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EPMA for the Ag-finger / Silicon Boundary HAc Vapor (85/80_48 h)  

REI: Reflection Electron Image  REI + N 

Secondary E-Image + Pb  Secondary E-Image + O  
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4 Parameter Logistic Model 
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“Constellation” on PV Cell: Bright Spots are Only on Finger Electrodes 
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Putative Degradation Process on c-Si PV Cells Exposed to HAc 
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まとめ 
 

・  c-Si PVセルを酢酸蒸気に曝露することにより、集電能力の低下の原
因となるフィンガ電極下のギャップ形成を確認。 

 

・  このギャップ形成にともなう（大幅な）FFの低下と、それに同期した新た 
な交流インピーダンス成分 (R3/C3)の発現・増大を確認。 

 

・ 酢酸蒸気曝露によるc-Si PVセルの発電特性低下は、2段階で進行して
いる点を確認。 

 

   Phase  I： FF低下・R3/C3の発現と増減 
   Phase II： Isc低下 
 

  両者は、異なる反応機構で進行している模様（Ea の差異）。 
 

・  DH試験に供したPVモジュールにおいても、酢酸蒸気曝露したPVセルと
同様の劣化状況を確認。 

 

   R3などは、PVモジュールの寿命推定に有用なインデッ 
  クス(“Aging Signature”)になる可能性あり。 
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